











氏 名             周防 裕政  
学 位 の 種 類            博 士 （ 工学  ） 
学 位 記 番 号         博 甲 第  ８９７２  号 
学 位 授 与 年 月 日         平成 ３１年 ３月 ２５日 
学 位 授 与 の要 件         学位規則第４条第１項該当 
審 査 研 究 科         数理物質科学研究科 
学 位 論 文 題 目       コドーピング法を用いたパワーデバイス向け低抵抗ｎ型 4H-
SiC単結晶の研究 
        
      
主 査       筑波大学 教授（連携大学院）  工学博士  奥村 元 
副 査       筑波大学 教授           工学博士  上殿 明良 
副 査       筑波大学 准教授          博士（工学） 矢野 裕司 
副 査       筑波大学 准教授（連携大学院） 博士（工学） 児島 一聡 
 
 








第１章では、SiC 半導体の特性、結晶成長方法と SiC パワーデバイスの概要が紹介され、SiC パワー
デバイスが電力エネルギーの損失低減と効率的運用に資する研究背景、並びに高濃度ドーピングされ
た SiC 結晶における積層欠陥形成の先行研究をレビューして、それをもとに本研究の目的が述べられて
いる。第 2章では、低抵抗 n型 4H-SiC単結晶成長および結晶評価の実験方法についてその詳細が記
載されている。 
第３章では、先行研究で用いられた窒素アルミニウム(N-Al)コドーピングに変えて窒素ボロン(N-B)コド
ーピングを用いた結晶成長の結果が示され、N-B コドーピングにおいても N-Al コドーピングと同様の積
層欠陥抑制効果が存在することが見出されている。この積層欠陥抑制効果について、原子サイズ効果の
観点からの N-Al、N-B コドーピングの比較検討、並びに第 4 章における意図的に導入した積層欠陥拡
大速度の評価から、4H 構造と積層欠陥の自由エネルギー差がコドーピングによる積層欠陥抑制効果の
要因であると推察している。 
第 5章では、パワーデバイス向けの 3 インチ以上の大口径かつ低転位密度(市販バルク基板同等)の低
抵抗（10ｍΩcm 以下）バルク結晶作製に向けたコドープ技術適用のトライアルがまとめられている。N-Al、
N-Bコドープ成長の不純物濃度制御方法を確立したうえで、積層欠陥フリーのN-Al、N-Bコドープ低抵



























 平成 31年 2月 13日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のも
と、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によ
って、合格と判定された。 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
